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В последние время в диагностике высокотемпературной плазмы для регистрации потоков частиц всё чаще применяются полупроводниковые диоды с тонким мёртвым слоем. Однако такие диоды, особенно многоэлементные, пока еще недостаточно доступны для широкого применения. В Институте физики полупроводников (ИФП) СО РАН продолжают разрабатывать кремниевые диоды, особенностью которых является возможность регистрации протонов в широком диапазоне энергий 10 кэВ - 6 МэВ, благодаря использованию высокочистого кремния и формированию тонкого (100 нм) p+ слоя методом молекулярно-лучевой эпитаксии [1]. Последняя разработка в этом направлении - линейка диодов с лавинным усилением - имеет хорошую перспективу для применения в диагностиках по измерению пространственных и энергетических распределений ионов плазмы. 
На установке Газодинамическая ловушка (ГДЛ) проводятся эксперименты с инжекцией пучков атомарного водорода или дейтерия. Плазма в ГДЛ состоит из относительно холодной «мишенной» плазмы и быстрых ионов с энергией до 25 кэВ, образующихся при захвате инжектируемых атомов. Исследование динамики релаксации быстрых ионов и сопоставление с результатами теории кулоновских столкновений является принципиальным моментом.

В докладе представлены описания разработанных в ИФП кремниевых диодов с тонким мёртвым слоем и лавинным усилением, планы их применения на установке ГДЛ и первые результаты. Также приведены сведения о детекторах на основе PIN диодов, разработанных в ИФП ранее. Данные детекторы применяются для регистрации 3 МэВ протонов, продуктов DD реакции в режиме работы ГДЛ с инжекцией дейтонов. Детекторы размещены внутри вакуумной камеры ГДЛ. Входное окно закрыто Al фольгой толщиной 10 мкм, которая защищает  диоды от света плазмы, атомов перезарядки и существенно уменьшает энергии ионов He3 и T. Отдельные 3 МэВ протоны регистрируются в виде импульсов длительностью 35 нс. Малая длительность импульсов дает возможность получения временной зависимости потока протонов с приемлемым (50 мкс) разрешением при достаточном количестве импульсов. Важными достоинствами полупроводникового детектора являются хорошее энергетическое разрешение, нечувствительность к магнитным полям и сопутствующему нейтронному потоку.
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